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Przedmiotem wynalazku jest uklad do uzyski-
‘wania malego pradu zwarcia w zasilaczach tranzy-
storowych z tranzystorami krzemowymi. Uklad ten
jest przewidziany do zastosowania w zasilaczach
tranzystorowych™ z zabezpieczeniem przed zwar-
ciem. W szczegélno$ci nadaje on sie do pracy zasi-
laczy z zabezpieczeniem, w ktérym tranzystor za-
bezpieczenia przed zwarciem jest tranzystorem
krzemowym.

Znany uklad zabezpieczajacy przed zwarciem
stosowany w zasilaczach zbudowanych na elemen-
tach germanowych przedstawiony jest w postaci
<czlonu B na tle zasilacza stabilizowanego pokaza-
nego na fig. 1. Zasilacz stabilizowany sklada sie
z tranzystora regulujacego T1 sterowanego sygna-
lem bledu ze wzmacniacza sprzezenia zwrotnego
zbudowanego na tranzystorach T3 i T4, diodzie Ze-
nera D; i opornikach R5, R6, R7, R8 i R9. Konden-
satory C1 i C2 zapobiegaja wzbudzeniu sie zasila-
cza i zmniejszajg tetnienia.

Uklad zabezpieczenia przed zwarciem, sklada sie
z tranzystora zabezpieczajacego T2, dzielnika napie-
cia wyjSciowego R2, R3 oraz opornika zabezpiecza-
jacego R1, dajacego napiecie proporcjonalne do
pradu obcigzenia zasilacza. Emiter tranzystora T2
wigczony jest miedzy wyjScie zasilacza a opornik
R1, baza jest wlgczona miedzy oporniki dzielnika
napiecia R2 i R3, za$§ kolektor jest polgczony z ba-
zg tranzystora regulujacego T1.

Uklad ten dziala nastepujaco. Przy zwiekszaniu
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sie pradu obcigzenia poza nominalng warto§é spa-
dek napiecia na oporniku zabezpieczajacym R1 po-
woduje wejécie tranzystora T2 w stan przewodze-
nia, co powoduje, ze tranzystor regulujacy T1 za-
czyna byé blokowany i zmniejsza sie prad obcia-
zenia. Tranzystor T2 nadal przewodzi, gdyz jedno-
cze$nie obniza si¢ napiecie na oporniku R2 dzielni-
ka R2, R3. Przy dalszym zmniejszaniu opornosci
obcigzenia zasilacza az do zwarcia tranzystor T2
jest nadal w stanie przewodzenia a tranzystor re-
gulujacy T1 jest jeszcze bardziej blokowany.

‘Dla utrzymania tranzystora T2 w stanie przewo-
dzenia przy zwarciu na wyjéciu zasilacza potrzebne
jest napiecie na oporniku zabezpieczajacym R1. Na-
piecie to jest wprost proporcjonalne do pradu
zwarcia zasilacza. Zatem wprad zwarcia zasilacza
jest wprost proporcjonalny do napiecia baza-emiter
tranzystora T2 w stanie przewodzenia.

Wadg opisanego ukladu zabezpieczenia zasilacza
przed zwarciem jest to, ze nie mozna go zastoso-
waé w zasilaczach zbudowanych na elementach
krzemowych, gdyz prad zwarcia jest wtedy co naj-
mniej trzykrotnie wiekszy. Spowodowane jest to
faktem, ze napiecie baza-emiter tranzystora krze-
mowego w stanie przewodzenia, do ktérego jest
proporcjonalny prad zwarcia, jest okolo trzy razy
wieksze niz dla tranzystora germanowego.

Celem wynalazku jest usuniecie opisanej wady
i zmniejszenie pradu zwarcia w zasilaczach zbudo-
wanych na elementach krzemowych i zabezpieczo-
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nych przed zwarciem réwniez tranzystorem krze-
mowym tak, aby prad zwarcia przybieral warto$ci
nie powodujace zniszczenia tranzystora regulujgce-
go w zasilaczu.

Cel ten zostal osiagniety w ukladzie skladajgcym
sie 'z krzemowego tranzystora zabezpieczajacego,
z dzielnika napiecia wyj$ciowego i z opornika za-
bezpieczajacego, wlaczonego migedzy wyjécie zasila-
cza i emiter tranzystora regulujgcego z tym, ze ko-
lektor tranzystora zabezpieczajgcego jest polaczony
z bazg tranzystora regulujacego a emiter tranzy-
stora zabezpieczajgcego jest wilaczony miedzy
opornik zabezpieczajgcy a wyjScie zasilacza, przez

. wigezenie. miedzy baze tranzystora zabezpieczaja-
cegma punkt wsplny opornikéw dzielnika napigcia
wyjécwwego diody kierunkiem przewodzenia od

bazy tranzystora do dzielnika z tym, Ze baza tran-.

zystord zabezpieszajacego i anoda diody jest pola-
czona z biegunem dodatnim Zrédia napiecia pomoc-
" niczego za pomoca opornika.

Uklad wedlug wynalazku pozwala na optymalne
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wykorzystanie mocy tranzystora regulujacego w za-

kresie normalnej pracy zasilacza, co w rezultacie
daje oszczedno$ci na drogich tranzystorach krzemo-
wych mocy.

Ukiad wedlug wynalazku jest przedstawiony
przykladowo jako czion A na zalgczonym rysunku
na fig. 2 na tle zasilacza stabilizowanego, w ktérym
niestabilizowane napiecie stale Ug przylozone jest
na wej$cie uktadu, Up jest napieciem pomocniczym
a napiecie Ust jest napieciem stabilizowanym - w
wyniku dzialania ukladu zasilacza.

Dziatanie zasilacza stabilizowanego polega na
utrzymywaniu stalego napiecia wyj§ciowego przez
zmiane oporno$ci tranzystora regulujacego T1 sy-
gnalem bledu uzyskiwanym ze wzmacniacza zbu-
dowanego na tranzystorach T8 i T4, diodzie Zenera
D1 i opornikach R5, R6, R7, R8 i R9. Kondensatory
Cl i C2 zapobiegajg wzbudzeniu sie zasilacza
i zmniejszajg tetnienia.

Uktlad ia-bez-pieczenia przed zwarciem zbudowany
na tranzystorze T2, diodzie D2, opornikach R1, R2,
R3 i R4 umieszczony jest miedzy wyjSciem zasila-
cza a emiterem tranzystora regulujgcego T1 Zzasila-
cza stabilizowanego. Elementy te z wyjatkiem dio-
dy D2 i opornika R4 sa polgczone i pelnig role
identycznie jak w opisanym wyzej ukladzie zabez-
pieczenia przed zwarciem zbudowanym na elemen-
tach-germanowych.

Gléwnym elementem ukladu wedlug wynalazku
jest péiprzewodnikowa dioda D2 spolaryzowana po-
przez opornik R4 w kierunku przewodzenia pradem
ze irédla napiecia pomocniczego Up w zasilaczu.
Dioda ta jest wlaczona pomiedzy baze tranzystora
zabezpieczajacego T2 a oporowy dzielnik napiecia
pomiedzy jego oporniki R2 i R3. OpornoSé opornika
R4 okreflona jest zaleznoScig
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gdzie R, t' %6 taka najmniejsza oporno$é, przy
ktérej. zas11acz po wilaczeniu go do sieci daje swoje
nominalne napiecie wyj$ciowe i samoczynnie przy- .
wraca to napiecie po usunieciu zwarcia, za$ R Jest

to taka oporno$é, dla ktérej prad zwarcia I,y <—,
Ug

gdzie P_ jest to.dopuszczalna moc strat na kolek-
torze tranzystora regulujacego TI1, za§ Uy — mak-
symalne napiecie niestabilizowane na wej$ciu zasi-
lacza.

Zamiast jednej diody D2 mogg byé wlgczone dwie
lub wiecej diod polgczonych ze sobg szeregowo
z tym, aby lgczne ich napiecie w kierunku pi'zewé-
dzenia bylo bliskie napieciu w kierunku przewo-
dzenia diody D2. Jednocze$nie dioda D2 (lub ich ze-
staw) jest tak dobrana, ze spadek napiecia w kie-
runku jej (lub ich) przewodzenia jest nie wiekszy
od spadku. napiecia baza-emiter tranzystora T2 w
stanie przewodzenia.

W stanie zwarcia na wyj$ciu zasilacza tranzystor
T2 wchodzi w stan przewodzenia. Dla utrzymania.
go w tym stanie wystarcza spadek napiecia na dio-
dzie D2 i na oporniku R1 — od pradu zwarcia.
Prad zwarcia jest tym mniejszy im bardziej spa-
dek napiecia na diodzie D2 w kierunku jej przewo-
dzenia jest zblizony do ‘spadku napiecia baza-emi-
ter tranzystora T2 w stanie przewodzenia.

Zastrzezenia paténtowe

1. Uklad do uzyskiwania matego pradu zwarcia
w zasilaczach tranzystorowych, pracujacych na
tranzystorach krzemowych, skladajgcy sie z krze-
mowego tranzystora zabezpieczajacego, z dzielnika
napiecia wyjSciowego i z opornika zabezpieczajg-
cego wlaczonego miedzy wyjScie zasilacza i emiter
tranzystora regulujgcego, przy ° czym . kolektor
tranzystora zabezpieczajacego jest polaczony z ba-
z3 tranzystora regulujgcego a emiter tranzystora
zabezpieczajgcego jest wlgczony miedzy opornik za-
bezpieczajacy a wyjScie zasilacza, znamienny tym,
Ze pomiedzy baze tranzystora zabezpieczajacego (T2)
a punkt wspélny opornikéw -dziélnika (R2 i R3) Jest
wlgczona dioda (D2) kierunkiem przewodzenia od
bazy tranzystora (T2) do dzielnika z tym, Ze baza
tranzystora zabezpieczajacego (T2) i anoda diody
(D2) jest polaczona z biegunem dodatnim Zrédla
napiecia pomocniczego (Up) za pomoca oporm- ‘
ka (R4).

2. Uklad wedlug zastrz. 1 znmamienny tym, ze
dioda (D2) lub diody polaczone szeregowo sa tak
dobrane, ze spadek napiecia w kierunku jej lub ich
przewodzenia jest nie wigkszy od spadku napigcia
baza-=emiter tranzystora zabezpieczajacego (T2) w
stame przewaodzenia.



MKP H 02 m, 1/18

60880

K1. 21 a*, 35/14

o t

==

T4

T3

[]Rg

R6

L () D

0o -

T4

R9

-0

L. A

Fig2.



	PL60880B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


